
JP 6068849 B2 2017.1.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理に用いられる処理ガスを通流させる流路が形成された板状部材と、
　前記板状部材の前記流路の流出口側の表面に対してシリコンが溶射されることにより膜
状に形成された電極部と、
　前記板状部材と前記電極部との間にセラミックが溶射されることにより膜状に形成され
たセラミック膜部と
　を備えたことを特徴とする上部電極。
【請求項２】
　前記電極部の周縁部と前記電極部の中央部とで前記シリコンに添加されるホウ素の濃度
が調整されることによって、前記電極部の周縁部の比抵抗と前記電極部の中央部の比抵抗
とが異なる値に設定されることを特徴とする請求項１に記載の上部電極。
【請求項３】
　前記電極部の周縁部と前記電極部の中央部とで前記シリコンの膜厚が調整されることに
よって、前記電極部の周縁部の比抵抗と前記電極部の中央部の比抵抗とが異なる値に設定
されることを特徴とする請求項１または２に記載の上部電極。
【請求項４】
　前記電極部の周縁部の比抵抗と前記電極部の中央部の比抵抗とは、０．０１ｍΩｃｍ～
１００Ωｃｍの範囲において異なる値に設定されることを特徴とする請求項２又は３に記
載の上部電極。
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【請求項５】
　前記セラミック膜部は、前記電極部の中央部に対応する位置に形成されることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一つに記載の上部電極。
【請求項６】
　前記セラミック膜部は、前記電極部の周縁部に対応する位置に形成されることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一つに記載の上部電極。
【請求項７】
　前記セラミック膜部の膜厚は、前記電極部の周縁部に対応する位置と前記電極部の中央
部に対応する位置とで異なる値に設定されることを特徴とする請求項１～４のいずれか一
つに記載の上部電極。
【請求項８】
　プラズマ処理空間を画成する処理容器と、
　前記処理容器内に設けられ、被処理基板が載置される下部電極と、
　前記プラズマ処理空間を介して前記下部電極と対向して配置された上部電極と
を備えたプラズマ処理装置であって、
　前記上部電極は、
　プラズマ処理に用いられる処理ガスを通流させる流路が形成された板状部材と、
　前記板状部材の前記流路の流出口側の表面に対してシリコンが溶射されることにより膜
状に形成された電極部と、
　前記板状部材と前記電極部との間にセラミックが溶射されることにより膜状に形成され
たセラミック膜部と
　を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の種々の側面及び実施形態は上部電極、及びプラズマ処理装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　半導体の製造プロセスでは、薄膜の堆積又はエッチング等を目的としたプラズマ処理を
実行するプラズマ処理装置が広く用いられている。プラズマ処理装置としては、例えば薄
膜の堆積処理を行うプラズマＣＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）装置や、エッチン
グ処理を行うプラズマエッチング装置等が挙げられる。
【０００３】
　プラズマ処理装置は、例えば、プラズマ処理空間を画成する処理容器、処理容器内に被
処理基板を設置する載置台、及びプラズマ処理空間を介して載置台と対向して配置され、
導電性を有する電極板を含む上部電極などを備える。
【０００４】
　ここで、プラズマ処理装置においては、上部電極がプラズマに直接的に晒されることに
よって上部電極の温度が上昇するので、温度上昇を抑制するために熱伝導性が比較的に高
い部材に対して上部電極の電極板を設置することが知られている。例えば特許文献１には
、プラズマ処理用の処理ガスの流路が形成された板状部材を熱伝導性の高い導電性材料に
より形成し、この板状部材の流路の流出口側の表面に対して上部電極の電極板を着脱自在
に設置することによって電極板の冷却を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２７３５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、従来技術では、上部電極の温度の均一性を維持することが困難であった
。すなわち、従来技術では、処理ガスの流路が形成された板状部材の流路の流出口側の表
面に対して電極板を着脱自在に設置する構造であるため、電極板が自重により撓んで板状
部材と電極板との間に間隙が生じ、電極板から板状部材へ熱が伝わり難くなる。結果とし
て、従来技術では、上部電極の温度の均一性が損なわれる恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面に係る上部電極は、板状部材と、電極部とを備える。板状部材は、プラ
ズマ処理に用いられる処理ガスを通流させる流路が形成される。電極部は、前記板状部材
の前記流路の流出口側の表面に対してシリコンを溶射されることにより膜状に形成される
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の種々の側面及び実施形態によれば、上部電極の温度の均一性を維持することが
できる上部電極、及びプラズマ処理装置が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、一実施形態に係るプラズマ処理装置の構成の概略を示す縦断面図である
。
【図２】図２は、一実施形態に係る上部電極の縦断面図である。
【図３】図３は、一実施形態に係る上部電極の変形例１の縦断面図である。
【図４】図４は、一実施形態に係る上部電極の変形例２の縦断面図である。
【図５】図５は、一実施形態に係る上部電極の変形例３の縦断面図である。
【図６】図６は、一実施形態に係る上部電極の変形例４の縦断面図である。
【図７】図７は、一実施形態に係る上部電極の変形例５の縦断面図である。
【図８】図８は、一実施形態に係る上部電極の変形例６の縦断面図である。
【図９】図９は、一実施形態に係る上部電極の変形例７の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して種々の実施形態について詳細に説明する。なお、各図面において
同一又は相当の部分に対しては同一の符号を附すこととする。
【００１１】
　まず、プラズマ処理装置の全体構成について説明する。図１は、一実施形態に係るプラ
ズマ処理装置の構成の概略を示す縦断面図である。
【００１２】
　プラズマ処理装置２は、容量結合型平行平板プラズマエッチング装置として構成されて
おり、プラズマ処理を行うためのプラズマ処理空間を画成する処理容器である処理室２１
を有している。処理容器である処理室２１の底部には、セラミックス等からなる絶縁板２
２を介して支持台２３が配置される。支持台２３上には例えばアルミニウムからなり、下
部電極を構成するサセプタ２４が設けられている。サセプタ２４の中央上部には、被処理
基板としてのウエハＷを静電力で吸着保持する静電チャック２５が設けられている。静電
チャック２５は、導電膜からなる電極２６を一対の絶縁層で挟んだ構造を有するものであ
る。電極２６には直流電源２７が電気的に接続されている。
【００１３】
　静電チャック２５を囲うようにサセプタ２４の上部には、エッチングの均一性を向上さ
せるための、例えばシリコンからなる導電性のフォーカスリング(補正リング)２５ａが配
置されている。図中２８は例えば石英からなる円筒状の内壁部材であり、サセプタ２４お
よび支持台２３を囲うように設けられている。
【００１４】
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　支持台２３の内部には、例えば支持台２３の周方向に沿って冷媒室２９が設けられてい
る。この冷媒室２９には、外部に設けられた図示しないチラーユニットより配管３０ａ，
３０ｂを介して所定温度の冷媒、例えば冷却水が循環供給され、冷媒の温度によってサセ
プタ２４上のウエハＷの処理温度を制御することができる。また図示しない伝熱ガス供給
機構からの伝熱ガス例えばＨｅガスがガス供給ライン３１を介して静電チャック２５の上
面とウエハＷの裏面との間に供給される。
【００１５】
　下部電極であるサセプタ２４の上方には、処理室２１のプラズマ処理空間を介してサセ
プタ２４と対向するように上部電極４が設けられている。上部電極４とサセプタ２４と間
の空間がプラズマを生成させるプラズマ処理空間となる。
【００１６】
　ここで、上部電極４の詳細な構成について説明する。図２は、一実施形態に係る上部電
極の縦断面図である。図２に示すように、上部電極４は、電極本体部としての板状部材４
１と、電極部４２とを有する。
【００１７】
　板状部材４１は、絶縁性遮蔽部材４５を介して、処理室２１の上部に支持される。板状
部材４１は、例えば表面が陽極酸化処理されたアルミニウム等の、熱伝導性が比較的に高
い導電性材料により円板状に形成され、プラズマ処理空間で生成されたプラズマによって
加熱された電極部４２を冷却する冷却板としての機能を有する。板状部材４１の内部には
、プラズマ処理用の処理ガスを導入するガス導入口４６と、ガス導入口４６から導入され
た処理ガスを拡散させるガス拡散室４３と、ガス拡散室４３により分散された処理ガスを
通流させる流路であるガス通流孔４３ａとが形成されている。
【００１８】
　電極部４２は、板状部材４１のガス通流孔４３ａの流出口側の表面４１ａに対してシリ
コンが溶射されるにより膜状に形成される。本実施例では、電極部４２は、板状部材４１
のガス通流孔４３ａの流出口側の表面４１ａに対してシリコンが溶射されるにより膜状に
形成され、かつ、板状部材４１の形状に対応する円板状に形成される。シリコンの溶射手
法としては、例えばプラズマ溶射法が用いられる。プラズマ溶射法は、ノズル内の不活性
ガスに通電してプラズマ流を生成し、生成したプラズマ流に例えば粉末状のシリコン等の
溶射材料を投入し、溶射材料が投入されたプラズマ流をノズルから被加工物に噴射するこ
とによって、皮膜を形成する成膜手法である。プラズマ溶射法は、被加工物と皮膜との密
着性が比較的に高いという特性を持つ。また、プラズマ溶射法によって形成された皮膜は
、高硬度となり、粒子間の密着性が強く、高密度であり、かつ、滑らかな形状を有すると
いう特性を持つ。その一方で、プラズマ溶射法は、被加工物の熱歪みが少なく、被加工物
の劣化を抑えることができるという特性も持つ。
【００１９】
　電極部４２には、この電極部４２を厚さ方向に貫くガス導入孔４２ａが形成されている
。ガス導入孔４２ａは、板状部材４１のガス通流孔４３ａの流出口に重なるように配列さ
れる。これにより、ガス拡散室４３に供給された処理ガスは、ガス通流孔４３ａ及びガス
導入孔４２ａを介して処理室２１内にシャワー状に分散されて供給される。
【００２０】
　また、本実施形態では、シリコンの溶射により電極部４２が形成される際に、電極部４
２の周縁部と電極部４２の中央部とでシリコンに添加されるホウ素（ボロン）の濃度が調
整されることによって、電極部４２の周縁部の比抵抗と電極部４２の中央部の比抵抗とが
異なる値に設定される。好ましくは、電極部４２の周縁部の比抵抗と電極部４２の中央部
の比抵抗とは、０．０１ｍΩｃｍ～１００Ωｃｍの範囲において異なる値に設定される。
例えば、電極部４２の中央部におけるシリコン中のホウ素の濃度が電極部４２の周縁部に
おけるシリコン中のホウ素の濃度よりも大きい値に調整されることによって、電極部４２
の中央部の比抵抗が電極部４２の周縁部の比抵抗よりも大きい値に設定される。これによ
り、プラズマに対する電極部４２の中央部のインピーダンスが電極部４２の周縁部よりも
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大きくなる。また、例えば電極部４２の中央部におけるシリコン中のホウ素の濃度が電極
部４２の周縁部におけるシリコン中のホウ素の濃度よりも小さい値に調整されることによ
って、電極部４２の中央部の比抵抗が電極部４２の周縁部の比抵抗よりも小さい値に設定
される。これにより、プラズマに対する電極部４２の中央部のインピーダンスが電極部４
２の周縁部よりも小さくなる。
【００２１】
　図１を再び参照する。板状部材４１のガス導入口４６には、ガス供給管４７が接続され
る。ガス供給管４７には、処理ガス供給源４８が接続されている。ガス供給管４７には、
上流側から順にマスフローコントローラ(ＭＦＣ)４９および開閉バルブＶ１が設けられて
いる。そして、処理ガス供給源４８から、エッチングのための処理ガスとして、例えばＣ

4Ｆ8ガスのようなフロロカーボンガス(ＣxＦy)などのガスがガス供給管４７を介してガス
拡散室４３に供給され、その後処理室２１内に供給される。ガス供給管４７及び処理ガス
供給源４８及び上部電極４は処理ガス供給部を構成する。
【００２２】
　上部電極４には、ローパスフィルタ(ＬＰＦ)５１を介して可変直流電源５２が電気的に
接続されている。この可変直流電源５２は、オン・オフスイッチ５３により給電のオン・
オフが可能となっている。可変直流電源５２の電流・電圧ならびにオン・オフスイッチ５
３のオン・オフはコントローラ５４により制御されるようになっている。
【００２３】
　また、第１及び第２の高周波電源６２，６４から高周波がサセプタ２４に印加されてプ
ラズマ処理空間にプラズマが発生する際にはコントローラ５４を介してオン・オフスイッ
チ５３がオンになり上部電極４に所定の直流マイナス電圧が印加される。処理室２１の側
壁から上部電極４の高さ位置よりも上方に延びるように円筒状の接地導体２１ａが設けら
れている。この接地導体２１ａは、その上部に天壁を有している。
【００２４】
　下部電極であるサセプタ２４には、整合器６１を介して第１の高周波電源６２が電気的
に接続されている。また、サセプタ２４には、整合器６３を介して第２の高周波電源６４
が接続されている。第１の高周波電源６２は、２７ＭＨｚ以上の周波数、例えば４０ＭＨ
ｚの高周波電力を出力して上部電極４とサセプタ２４との間のプラズマ処理空間にプラズ
マを生成させる役割を有している。プラズマ処理空間において生成されたプラズマによっ
てウエハＷにエッチング処理が施される。第２の高周波電源６４は、１３．５６ＭＨｚ以
下の周波数、例えば２ＭＨｚの高周波電力を出力して生成したイオン種を静電チャックに
保持されたウエハＷに引き込む役割を有する。
【００２５】
　処理室２１の底部には排気口７１が設けられ、この排気口７１に排気管７２を介して排
気手段である排気装置７３が接続されている。排気装置７３は、例えば真空ポンプを有し
ており、処理室２１内を所望の真空圧まで減圧可能となっている。また、処理室２１の側
壁にはウエハＷの搬入出口７４が設けられており、この搬入出口７４はゲートバルブ７５
により開閉可能となっている。
【００２６】
　図中７６、７７はデポシールドであり、デポシールド７６は、処理室２１の内壁面に沿
って設けられ、処理室２１にエッチング副生物(デポ)が付着することを防止する役割を有
し、前記内壁面に対して着脱自在に設けられている。デポシールド７６の処理室２１の内
壁を構成する部分のウエハＷと略同じ高さ位置には、グランドにＤＣ的に接続された導電
性部材(ＧＮＤブロック)７９が設けられており、これにより異常放電が防止される。
【００２７】
　本実施形態によれば、板状部材４１のガス通流孔４３ａの流出口側の表面４１ａに対し
てシリコンを溶射して電極部４２を膜状に形成したことにより、板状部材４１と電極部４
２との間に熱抵抗となる隙間が生じる事態を回避することができる。その結果、本実施形
態によれば、板状部材４１と電極部４２とを備えた上部電極４の温度の均一性を維持する
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ことができるので、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一なプラズマ処理を行うことがで
きる。
【００２８】
　なお、上部電極４は、処理室２１のプラズマ処理空間を介してサセプタ２４と対向する
ように配置されていることから、上部電極４の電極部４２は、プラズマによるダメージを
受けて消耗する。本実施形態によれば、板状部材４１のガス通流孔４３ａの流出口側の表
面４１ａに対してシリコンを溶射して電極部４２を膜状に形成するので、上部電極４の電
極部４２が消耗した場合でも、シリコンを再度溶射して電極部４２を膜状に容易に形成す
ることができる。その結果、本実施形態によれば、上部電極４全体を交換することを不要
とすることができるので、交換に伴うコストの上昇を抑えることができる。
【００２９】
　また、本実施形態によれば、電極部４２の周縁部の比抵抗と電極部４２の中央部の比抵
抗とが異なる値に設定されることにより、プラズマに対する電極部４２のインピーダンス
を適切に制御することができる。その結果、本実施形態によれば、ウエハＷの被処理面全
面に対し、均一なプラズマ処理を行うことができる。
【００３０】
　ところで、上記実施形態では、電極部４２の周縁部と電極部４２の中央部とでシリコン
に添加されるホウ素の濃度が調整されることによって、電極部４２の周縁部の比抵抗と電
極部４２の中央部の比抵抗とが異なる値に設定される上部電極４を一例として示した。し
かしながら、実施形態はこれに限られない。以下、上部電極４の変形例について説明する
。
【００３１】
　図３は、一実施形態に係る上部電極の変形例１の縦断面図である。変形例１に係る上部
電極１０４は、電極部４２に代えて電極部１４２を有する点が図２で説明した上部電極４
と異なる。したがって、図２で説明した上部電極４と同様の構成については、説明を省略
する。
【００３２】
　図３に示すように、変形例１の上部電極１０４において、電極部１４２の周縁部と電極
部１４２の中央部とでシリコンの膜厚が調整されることによって、電極部１４２の周縁部
の比抵抗と電極部１４２の中央部の比抵抗とが異なる値に設定される。好ましくは、電極
部１４２の周縁部の比抵抗と電極部１４２の中央部の比抵抗とは、０．０１ｍΩｃｍ～１
００Ωｃｍの範囲において異なる値に設定される。この例では、電極部１４２の中央部に
おけるシリコンの膜厚が電極部１４２の周縁部におけるシリコンの膜厚よりも大きく調整
されることによって、電極部１４２の中央部の比抵抗が電極部１４２の周縁部の比抵抗よ
りも大きい値に設定される。これにより、プラズマに対する電極部１４２の中央部のイン
ピーダンスが電極部１４２の周縁部よりも大きくなる。
【００３３】
　変形例１の上部電極１０４によれば、電極部１４２の中央部におけるシリコンの膜厚が
電極部１４２の周縁部におけるシリコンの膜厚よりも大きく調整されることによって、電
極部１４２の中央部の比抵抗が電極部１４２の周縁部の比抵抗よりも大きい値に設定され
るので、プラズマに対する電極部１４２のインピーダンスを適切に制御することができる
。その結果、変形例１の上部電極１０４によれば、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一
なプラズマ処理を行うことができる。
【００３４】
　図４は、一実施形態に係る上部電極の変形例２の縦断面図である。変形例２に係る上部
電極２０４は、電極部４２に代えて電極部２４２を有する点が図２で説明した上部電極４
と異なる。したがって、図２で説明した上部電極４と同様の構成については、説明を省略
する。
【００３５】
　図４に示すように、変形例２の上部電極２０４において、電極部２４２の周縁部と電極
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部２４２の中央部とでシリコンの膜厚が調整されることによって、電極部２４２の周縁部
の比抵抗と電極部２４２の中央部の比抵抗とが異なる値に設定される。好ましくは、電極
部２４２の周縁部の比抵抗と電極部２４２の中央部の比抵抗とは、０．０１ｍΩｃｍ～１
００Ωｃｍの範囲において異なる値に設定される。この例では、電極部２４２の中央部に
おけるシリコンの膜厚が電極部２４２の周縁部におけるシリコンの膜厚よりも小さく調整
されることによって、電極部２４２の中央部の比抵抗が電極部２４２の周縁部の比抵抗よ
りも小さい値に設定される。これにより、プラズマに対する電極部２４２の中央部のイン
ピーダンスが電極部２４２の周縁部よりも小さくなる。
【００３６】
　変形例２の上部電極２０４によれば、電極部２４２の中央部におけるシリコンの膜厚が
電極部２４２の周縁部におけるシリコンの膜厚よりも小さく調整されることによって、電
極部２４２の中央部の比抵抗が電極部２４２の周縁部の比抵抗よりも小さい値に設定され
るので、プラズマに対する電極部２４２のインピーダンスを適切に制御することができる
。その結果、変形例２の上部電極２０４によれば、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一
なプラズマ処理を行うことができる。
【００３７】
　図５は、一実施形態に係る上部電極の変形例３の縦断面図である。変形例３に係る上部
電極３０４は、板状部材４１と電極部４２との間にセラミック膜部３４４が形成される点
が図２で説明した上部電極４と異なる。したがって、図２で説明した上部電極４と同様の
構成については、説明を省略する。
【００３８】
　図５に示すように、変形例３の上部電極３０４は、板状部材４１と電極部４２との間に
セラミックが溶射されるにより膜状に形成されたセラミック膜部３４４を有する。板状部
材４１と電極部４２との間に溶射されるセラミックとしては、例えばアルミナ（Ａｌ２Ｏ

３）又はイットリア（Ｙ２Ｏ３）を用いることができる。この例では、セラミック膜部３
４４は、板状部材４１及び電極部４２の全面にわたって形成されている。
【００３９】
　なお、セラミック膜部３４４には、板状部材４１のガス通流孔４３ａ及び電極部４２の
ガス導入孔４２ａに重なる開口が形成されている。これにより、ガス拡散室４３に供給さ
れた処理ガスは、ガス通流孔４３ａ、セラミック膜部３４４の開口及びガス導入孔４２ａ
を介して処理室２１内にシャワー状に分散されて供給される。
【００４０】
　変形例３の上部電極３０４によれば、セラミック膜部３４４により、板状部材４１をプ
ラズマから保護するとともに、プラズマに対する電極部４２のインピーダンスを適切に制
御することができる。その結果、変形例３の上部電極３０４によれば、ウエハＷの被処理
面全面に対し、均一なプラズマ処理を行うことができる。
【００４１】
　図６は、一実施形態に係る上部電極の変形例４の縦断面図である。変形例４に係る上部
電極４０４は、図５で説明した上部電極３０４と同様の構成を有しており、セラミック膜
部３４４に代えてセラミック膜部４４４を有する点が図５で説明した上部電極３０４と異
なる。したがって、図５で説明した上部電極３０４と同様の構成については、説明を省略
する。
【００４２】
　図６に示すように、変形例４の上部電極４０４は、板状部材４１と電極部４２との間に
セラミックが溶射されるにより膜状に形成されたセラミック膜部４４４を有する。板状部
材４１と電極部４２との間に溶射されるセラミックとしては、例えばアルミナ（Ａｌ２Ｏ

３）又はイットリア（Ｙ２Ｏ３）を用いることができる。セラミック膜部４４４は、電極
部４２の中央部に対応する位置に形成される。すなわち、変形例４の上部電極４０４では
電極部４２の全面にわたってセラミック膜部が形成されるのではなく、電極部４２の中央
部に対応する位置のみにセラミック膜部４４４が形成される。



(8) JP 6068849 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

【００４３】
　変形例４の上部電極４０４によれば、電極部４２の中央部に対応する位置に形成された
セラミック膜部４４４により、板状部材４１をプラズマから保護するとともに、プラズマ
に対する電極部４２の中央部のインピーダンスを大きくすることができる。その結果、変
形例４の上部電極４０４によれば、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一なプラズマ処理
を行うことができる。
【００４４】
　図７は、一実施形態に係る上部電極の変形例５の縦断面図である。変形例５に係る上部
電極５０４は、セラミック膜部３４４に代えてセラミック膜部５４４を有する点が図５で
説明した上部電極３０４と異なる。したがって、図５で説明した上部電極３０４と同様の
構成については、説明を省略する。
【００４５】
　図７に示すように、変形例５の上部電極５０４は、板状部材４１と電極部４２との間に
セラミックが溶射されるにより膜状に形成されたセラミック膜部５４４を有する。板状部
材４１と電極部４２との間に溶射されるセラミックとしては、例えばアルミナ（Ａｌ２Ｏ

３）又はイットリア（Ｙ２Ｏ３）を用いることができる。セラミック膜部５４４は、電極
部４２の周縁部に対応する位置に形成される。すなわち、変形例５の上部電極５０４では
電極部４２の全面にわたってセラミック膜部が形成されるのではなく、電極部４２の周縁
部に対応する位置のみにセラミック膜部５４４が形成される。
【００４６】
　変形例５の上部電極５０４によれば、電極部４２の周縁部に対応する位置に形成された
セラミック膜部５４４により、板状部材４１をプラズマから保護するとともに、プラズマ
に対する電極部４２の周縁部のインピーダンスを適切に制御することができる。その結果
、変形例５の上部電極５０４によれば、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一なプラズマ
処理を行うことができる。
【００４７】
　図８は、一実施形態に係る上部電極の変形例６の縦断面図である。変形例６に係る上部
電極６０４は、セラミック膜部３４４に代えてセラミック膜部６４４を有する点が図５で
説明した上部電極３０４と異なる。したがって、図５で説明した上部電極３０４と同様の
構成については、説明を省略する。
【００４８】
　図８に示すように、変形例６の上部電極６０４は、板状部材４１と電極部４２との間に
セラミックが溶射されるにより膜状に形成されたセラミック膜部６４４を有する。板状部
材４１と電極部４２との間に溶射されるセラミックとしては、例えばアルミナ（Ａｌ２Ｏ

３）又はイットリア（Ｙ２Ｏ３）を用いることができる。セラミック膜部６４４の膜厚は
、電極部４２の周縁部に対応する位置と電極部４２の中央部に対応する位置とで異なる値
に設定される。この例では、電極部４２の周縁部に対応する位置でのセラミック膜部６４
４の膜厚よりも電極部４２の中央部に対応する位置でのセラミック膜部６４４の膜厚が大
きい値に設定される。これにより、プラズマに対する電極部４２の中央部のインピーダン
スが電極部４２の周縁部よりも大きくなる。
【００４９】
　変形例６の上部電極６０４によれば、電極部４２の周縁部に対応する位置でのセラミッ
ク膜部６４４の膜厚よりも電極部４２の中央部に対応する位置でのセラミック膜部６４４
の膜厚が大きい値に設定されるので、プラズマに対する電極部４２のインピーダンスを適
切に制御することができる。その結果、変形例６の上部電極６０４によれば、ウエハＷの
被処理面全面に対し、均一なプラズマ処理を行うことができる。
【００５０】
　図９は、一実施形態に係る上部電極の変形例７の縦断面図である。変形例７に係る上部
電極７０４は、図５で説明した上部電極３０４と同様の構成を有しており、セラミック膜
部３４４に代えてセラミック膜部７４４を有する点が図５で説明した上部電極３０４と異
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なる。したがって、図５で説明した上部電極３０４と同様の構成については、説明を省略
する。
【００５１】
　図９に示すように、変形例７の上部電極７０４は、板状部材４１と電極部４２との間に
セラミックが溶射されるにより膜状に形成されたセラミック膜部７４４を有する。板状部
材４１と電極部４２との間に溶射されるセラミックとしては、例えばアルミナ（Ａｌ２Ｏ

３）又はイットリア（Ｙ２Ｏ３）を用いることができる。セラミック膜部７４４の膜厚は
、電極部４２の周縁部に対応する位置と電極部４２の中央部に対応する位置とで異なる値
に設定される。この例では、電極部４２の周縁部に対応する位置でのセラミック膜部７４
４の膜厚よりも電極部４２の中央部に対応する位置でのセラミック膜部７４４の膜厚が小
さい値に設定される。これにより、プラズマに対する電極部４２の中央部のインピーダン
スが電極部４２の周縁部よりも小さくなる。
【００５２】
　変形例７の上部電極７０４によれば、電極部４２の周縁部に対応する位置でのセラミッ
ク膜部７４４の膜厚よりも電極部４２の中央部に対応する位置でのセラミック膜部７４４
の膜厚が小さい値に設定されるので、プラズマに対する電極部４２のインピーダンスを適
切に制御することができる。その結果、変形例７の上部電極７０４によれば、ウエハＷの
被処理面全面に対し、均一なプラズマ処理を行うことができる。
【００５３】
　以上、本実施形態のプラズマ処理装置によれば、板状部材４１のガス通流孔４３ａの流
出口側の表面４１ａに対してシリコンを溶射して電極部４２を膜状に形成したことにより
、板状部材４１と電極部４２との間に熱抵抗となる隙間が生じる事態を回避することがで
きる。その結果、本実施形態によれば、板状部材４１と電極部４２とを備えた上部電極４
の温度の均一性を維持することができるので、ウエハＷの被処理面全面に対し、均一なプ
ラズマ処理を行うことができる。
【符号の説明】
【００５４】
２　プラズマ処理装置
４、１０４、２０４、３０４、４０４、５０４、６０４、７０４　上部電極
２１　処理室（処理容器）
２４　サセプタ（下部電極）
２５　静電チャック
４１　板状部材
４１ａ　表面
４２、１４２、２４２　電極部
４２ａ　ガス導入孔
４３　ガス拡散室
４３ａ　ガス通流孔（流路）
３４４、４４４、５４４、６４４、７４４　セラミック膜部
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